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1．はじめに 
CMOS イメージセンサーの高性能化

報告してきた１）.さらなるゲッタリング能力

子イオン注入技術の開発をおこなってきた

ャル成長後も水素が注入レンジに捕獲

工程の熱処理によりエピ層に拡散して

しながら,多元素・分子イオン注入では

たがって,水素の捕獲・拡散挙動が従来

能力の解析は多元素・分子イオン注入

ンジに捕獲された水素の熱処理拡散挙動

2．実験方法 
n 型 Si(100)基板に CH3O の多元素

炭素ドーズ量を 1.0E15 atoms/cm2

700℃, 30 min の条件にて等温熱処理

析により評価した. 
3．実験結果 

Fig.1 に(a)エピタキシャル成長直後

ロファイルを示す.Fig.1(a),(b)から C3

結果が得られた.さらに CH3O の水素

クが熱処理後に減少していることが観察

り形成される欠陥領域とその領域よりも

ている３）.したがって,浅いピーク位置は

より形成された欠陥に捕獲された水素

濃度の増加が確認された.そのため,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.1 SIMS profile of hydrogen with CH

(b) 700℃,30 min heat-treatment
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高性能化のために, 我々は炭素クラスターイオン注入法に

能力の向上を目的として,炭素クラスターイオンに酸素

おこなってきた２，３）.炭素クラスターイオン注入ウェーハの特徴の

捕獲されることを明らかとした４，５）. 炭素クラスター注入領域

して,界面準位欠陥の不活性化（不動態化）に寄与することが

では,エピタキシャル成長後に従来とは異なる欠陥の形成

従来の炭素クラスターイオン注入とは異なると考えられる

注入ウェーハの特性の理解に重要である.そのため,多元素

熱処理拡散挙動の評価をおこなったので報告する. 

多元素・分子イオンと C3H5 の炭素クラスターイオンを加速電圧
2 として注入をおこなった後に 5 μm のエピタキシャル層

熱処理をおこなった。水素濃度は Secondary Ion Mass Spectrometry (

成長直後,(b)700℃,30 min の熱処理後の SIMS による CH3O
3H5 と比較して CH3O の水素ピーク濃度が高く,熱処理後

水素プロファイルには二つのピークが観察されており,特に

観察された.CH3O の注入レンジに形成される欠陥種は

よりも深い位置に形成される{111}方向に 1 原子層導入

は従来の拡散挙動を示しており,深いピーク位置が多元素

水素と考えられる.結果として,多元素・分子イオン注入領域

,デバイスプロセス時のパッシベーション効果の向上が期待

MS profile of hydrogen with CH3O (solid line) and C3H5 (dashed line) after (a) 
treatment. 
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によるゲッタリング技術を

酸素を追加した多元素・分

の一つとして,エピタキシ

注入領域の水素はデバイス

することが推察される.しか

形成が報告されている３).し
えられる.水素に対する捕獲

多元素・分子イオン注入レ

加速電圧 80 keV/cluster、
層を成長させた.その後

ry Ion Mass Spectrometry (SIMS)分

O および C3H5 の水素プ

熱処理後も水素が脱離しにくい

に表面側の浅い方のピー

は従来の C3H5 注入によ

原子層導入される欠陥が報告され

多元素・分子イオン注入に

領域に捕獲される水素

期待される. 

(a) epitaxial growth, 
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